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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を備え、
　各画素は、トップエミッション型のアクティブマトリクス有機ＥＬ素子で構成された表
示装置において、
　トップエミッション型のアクティブマトリクス有機ＥＬ素子は、
　アクティブ素子に接続された画素電極と、
　画素電極とアクティブ素子との間の層に配置され、平坦化層の上に形成された反射層と
、
　前記画素電極の上に配置された有機発光層と、
　前記有機発光層の上に配置された共通電極と、
を備え、
　前記反射層は、
　高融点金属で構成された第１反射層と、
　前記第１反射層の上に配置され、アルミニウムを含む合金、化合物又はシリサイドで構
成される第２反射層と、
を備え、
　前記第２反射層は第１反射層によって外周が囲まれる平面パターンを備え、
　前記第１反射層、前記第２反射層及び前記画素電極のエッジは、画素分離層で覆われ、
　前記画素電極は前記第２反射層の上面および側面を覆っていることを特徴とする有機Ｅ
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Ｌ表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第２反射層のエッジは順テーパを備えていることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記第１反射層はＭｏ又はＷの合金で構成されていることを特徴とする有機ＥＬ表示装
置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置に関し、特に、トップエミッション型のアクティブマトリ
クス有機ＥＬ表示装置の反射構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のトップエミッション型のアクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置の反射構造が特
許文献１及び２に開示されている。
【０００３】
　特許文献１には、Ａｌと平坦化膜との間の密着性を改善するためには、Ｍｏ系材料の層
を挿入することが好適であると開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２２２７５９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者らは、画素電極と反射板の機能を分離することを考えた。反射率を優先すると
、反射部材としてＡｌ系材料（Ａｌ，Ａｌ合金、ＡｌＳｉ等）を採用したい。しかし、Ａ
ｌ系材料は特許文献１に開示されているように、ＩＴＯとの一括エッチングが困難であり
、さらに、Ａｌ系材料成膜後にＩＴＯを形成する際に、その界面に高抵抗のアルミナが生
成される。この高抵抗のアルミナを介してＩＴＯへ流れる電流を制御するのは困難である
。
【０００６】
　そこで、本発明者は、ＡｌＳｉで反射膜を形成し、その上にＩＴＯを形成した。
【０００７】
　しかし、ＡｌＳｉと平坦化膜との密着性が悪いという問題が生じ、特許文献１のように
Ｍｏ系合金であるＭｏＷを挿入してみた。
【０００８】
　ＡｌＳｉ／ＭｏＷの積層構造を採用したことにより、ＡｌＳｉとの密着性は向上させる
ことができたが、これらの厚さ、大きさ、エッチング条件等を考慮していなかったので、
平坦層からの脱ガスによって発光素子の寿命が短くなる場合があった。
【０００９】
　本発明の目的は、有機平坦層からの脱ガスの影響を受けにくくすることで、寿命の長い
有機ＥＬ表示装置を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決できる手段としては、複数の画素を備え、各画素は、トップエミッショ
ン型のアクティブマトリクス有機ＥＬ素子で構成された表示装置において、トップエミッ
ション型のアクティブマトリクス有機ＥＬ素子は、アクティブ素子に接続された画素電極
と、画素電極とアクティブ素子との間の層に配置され、平坦化層の上に形成された反射層
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と、前記画素電極の上に配置された有機発光層と、前記有機発光層の上に配置された共通
電極とを備え、前記反射層は、高融点金属で構成された第１反射層と、前記第１反射層の
上に配置され、アルミニウムを含む合金、化合物又はシリサイドで構成され第２反射層と
を備え、前記第２反射層は第１反射層によって外周が囲まれる平面パターンを備え、前記
画素電極は前記第２反射膜を覆っている構造。
【００１１】
　このように、下層の第1反射膜として密着性の高い高融点金属を用いているので、下地
の平坦化膜との界面における密着性が改善できている。さらに、第２反射膜を第1反射膜
に内包されるパターンで形成するので、第２反射膜の上面及び側面を画素電極で直接覆う
ことができている。このことにより、平坦化膜からの脱ガスの反射膜反射面への侵入経路
を塞げるので、寿命を延ばすことができる。
【００１２】
　また、第２反射層のエッジを順テーパにすると、画素電極のスパッタによる付き回りが
向上するので、密着性が向上し、さらに寿命が延びる。
【００１３】
　また、第２反射膜がＡｌ系合金である場合、第1反射膜がＭｏ又はＷの合金で構成され
ていることが好ましい。
【００１４】
　さらに、第１反射層をも画素電極ＩＴＯで覆うように構成された画素電極により覆われ
ている構造や第１反射層、前記第２反射層及び前記画素電極のエッジは、画素分離層で覆
われている構造を採用すると、さらに、平坦化膜からの脱ガスを抑制できる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、寿命の長い有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、実施例を説明する。
【実施例】
【００１７】
　図１に、本発明を適用した有機ＥＬ表示装置の断面構造を示す。
【００１８】
　本発明を適用した有機ＥＬ表示装置は、ＴＦＴ基板と、ＴＦＴ基板上に形成された有機
発光層３０、有機発光層３０上に形成された透明な共通電極３１からなる。
【００１９】
　ＴＦＴ基板には、チャネルを形成する半導体層１１、ゲート配線１２、ソースドレイン
電極１３、保護層１４、平坦化層１５、第１反射層１６、第２反射層１７、画素電極１８
、反射層と画素電極のエッジを覆う画素分離層１９が配置されている。
【００２０】
　平坦化層１５は、下層にある配線（ゲート配線１２、ソースドレイン電極１３等）によ
る段差を緩和する機能を備え、上層の第１反射層１６、第２反射層１７及び画素電極１８
の平坦性を高める。
【００２１】
　平坦化層１５は、ポリイミド又はアクリルの塗布法による成膜で形成するが、ＳｉＯや
ＳｉＮのＣＶＤによる膜との積層膜でもよい。
【００２２】
　第１反射層１６は、平坦化層１５と反射層１６の間に設置し、平坦化層１５との密着性
を改善する層であり、平坦化層１５からの脱ガスによる第２反射層１７の反射率低下を抑
制する機能を果たす。そのため、第２反射層１７と平坦化層１５が直接接触しないように
するために、第１反射層１６に内包される領域に第２反射層１７を形成する。第１反射層
１６のエッジと第２反射層１７のエッジ間の隙間の寸法２１は、１０ｎｍ以上ある方がよ
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い。また、この第１反射層１６は上記機能から、Ｍｏ、Ｗ、Ｔａ、Ｔｉ及びその化合物が
好ましい。特に、第２反射層１７にＡｌ系材料（Ａｌ合金やＡｌＳｉなど）を用いる場合
、Ｍｏ、Ｗ、又はそれらの化合物をしようとすれば、ウェットエッチングによる一括エッ
チングが可能となり、作製が容易となる。
【００２３】
　第２反射層１７は、可視光領域の反射率８０％以上確保可能な材料が好ましく、Ａｇ、
Ａｌ及びその化合物が使用できる。この第２反射層１７の層厚は、反射が確保できるよう
に１００ｎｍ以上が必要であり、後の画素分離層形成の容易性から、４００ｎｍ以下が好
ましい。さらに、第２反射層１７の材料としては、Ａｌ系材料を選択することで、第１反
射層１６との一括エッチングが可能となり、作製が容易となる。
【００２４】
　第２反射層１７としてＡｌ系材料、第１反射層１６としてＭｏ系材料としてウェットエ
ッチングにより、一括加工を行う場合、第２反射層１７の層厚／第１反射層１６層厚が２
以上となるようにすると、加工後の第１反射層１６のエッジが第２反射層１７のエッジの
外側に来るようになり、第１反射層１６のパターンの内側に第２反射層１７のパターンが
存在することになる。
【００２５】
　画素電極１８は可視光透過率が高い材料が好ましく、仕事関数が高いことが望ましいの
で、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＭｏＯ３、ＺｎＯ等がスパッタ成膜で使用可能である。但し、画素
電極１８は仕事関数が高いので、画素電極１８の加工時に第２反射層１７との仕事関数の
差から、第２反射層１７の腐食が生じる可能性がある。そのため、第２反射層１７の全面
を覆うように画素電極１８をパターン化することで、第２反射層１７を保護する。この際
、第２反射層１７のエッジから画素電極のエッジまでの隙間の寸法（寸法２２－寸法２４
－寸法２１）を０．５μｍ以上にすることが好ましい。この画素電極１８の加工時に、第
２反射層１７の腐食防止のため、第２反射層１７端部のテーパ角を順テーパ、特に、テー
パ角２３を３０度～８９度にする。このようにすることで、画素電極１９をスパッタで成
膜する際の付き回りがよくなるので、密着性や連続性の高い膜を形成できるようになる。
【００２６】
　画素分離層１９は、第２反射層１７及び画素電極１８の端部を覆い、画素電極１８と有
機発光層３０上に配置される共通電極３１が短絡することを防止する。このため、画素分
離層１９端部のテーパ角は４０度以下が好ましい。さらに、画素分離層１９は平坦化層１
５の露出部も覆う構造とし、平坦化層１５からの脱ガスが有機発光層３０へ拡散するのを
抑制する。上記の特性を確保するため、画素分離層１９として、ＳｉＯやＳｉＮなどの電
気絶縁性が高く、防湿性が高い材料が好ましいが、ポリイミドやアクリルなどの有機絶縁
材料も使用できる。また、画素分離層１９は、第１反射層１６、第２反射層１７、画素電
極１８のエッジを完全に覆う必要があるため、画素分離層１９の膜厚はこれらの合計より
も厚くする必要がある。
【００２７】
　また、平坦化層１５からの脱ガスが画素電極１８、画素分離層１９の界面を拡散し、有
機発光層３０へ到達することを防ぐため、寸法２４は０．５μ以上必要である。
【００２８】
　以上の構造とすることで、平坦化層１５からの脱ガスは相当量封じ込めることが可能に
なるので、信頼性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】有機ＥＬ表示装置の断面構造である。
【符号の説明】
【００３０】
１１・・・半導体層、１２・・・ゲート配線、１３・・・ソースドレイン電極、１４・・
・保護層、１５・・・平坦化層、１６・・・第１反射層、１７・・・第２反射層、１８・
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・・画素電極、１９・・・画素分離層、３０・・・有機発光層、３１・・・共通電極。

【図１】



(6) JP 5329062 B2 2013.10.30

10

フロントページの続き

(72)発明者  田中　政博
            千葉県茂原市早野３３００番地　株式会社　日立ディスプレイズ内
(72)発明者  伊藤　雅人
            千葉県茂原市早野３３００番地　株式会社　日立ディスプレイズ内

    審査官  西岡　貴央

(56)参考文献  特開２００５－０３８６４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１１４３３７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｂ　　３３／００－３３／２８
              Ｈ０１Ｌ　　５１／５０－５１／５６
              　　　　



专利名称(译) 有机EL表示装置

公开(公告)号 JP5329062B2 公开(公告)日 2013-10-30

申请号 JP2007222019 申请日 2007-08-29

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) 日立显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) 有限公司日本显示器
松下液晶显示器有限公司

[标]发明人 松浦利幸
田中政博
伊藤雅人

发明人 松浦 利幸
田中 政博
伊藤 雅人

IPC分类号 H05B33/24 G09F9/30 H01L27/32 H01L51/50 H05B33/26

CPC分类号 H01L27/3244 H01L51/5218 H01L51/5271 H01L2251/5315

FI分类号 H05B33/24 G09F9/30.365.Z H05B33/14.A H05B33/26.Z G09F9/30.338 G09F9/30.365 H01L27/32 
H05B33/12.B H05B33/22.Z

F-TERM分类号 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC21 3K107/CC25 3K107/DD03 3K107/DD25 3K107/DD46X 3K107
/DD89 3K107/DD90 3K107/EE03 3K107/EE33 5C094/AA37 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/DA13 
5C094/DB01 5C094/EA06 5C094/FA03

代理人(译) 户田裕二

其他公开文献 JP2009054507A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

亲切代码： 提供一种长寿命有机EL显示装置。 一 一种显示装置，包括
多个像素，每个像素由顶部发射型有源矩阵有机EL元件组成， 顶部发射
型有源矩阵有机EL器件包括连接到有源元件的像素电极，设置在像素电
极和有源元件之间的层上的反射层，并形成在平坦化层上，设置在电极
上的有机发光层和设置在有机发光层上的公共电极， 其中，反射层包括
由难熔金属构成的第一反射层和设置在第一反射层上并由合金，化合物
或含铝的硅化物构成的第二反射层， 其中，第二反射层具有由第一反射
层包围的平面图案， 像素电极覆盖第二反射膜。 点域1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0e1eab84-5368-43bb-9378-a6e723ff43c8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040406367/publication/JP5329062B2?q=JP5329062B2

